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摘要(译)

提供了一种面内切换模式液晶显示（LCD）单元的制造方法。该方法包
括以下步骤：提供基板;在基板上形成第一导电层;图案化第一导电层以形
成栅极线，梳状第一电极，布线焊盘和梳状第二电极，第一光蚀刻工
艺，形成第一绝缘层和第一半导体层，图案化所述第一绝缘层和所述第
一半导体层以形成沟道，绝缘结构，电介质层和多个交叉导线绝缘通过
第二光蚀刻工艺形成第二半导体层和第二导电层，在衬底上形成第二半
导体层和第二导电层，图案化第二半导体层和第二导电层以形成源/漏电
极，数据线，连接电极和第一电极，并且通过第三光蚀刻工艺，以及形
成钝化层。
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